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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機ＥＬ素子を有する複数の発光画素を備えた有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
　前記複数の発光画素の中から、ショート欠陥のある有機ＥＬ素子を有する欠陥画素を特
定する欠陥画素特定ステップと、
　前記欠陥画素特定ステップで欠陥画素と特定された発光画素に、前記ショート欠陥を消
失させるための所定範囲の逆バイアス電圧を印加する逆バイアス印加ステップと、
　前記逆バイアス印加ステップにおける逆バイアス電圧印加が完了した発光画素に、絶対
値が前記逆バイアス電圧以下の電圧を一定期間印加し、当該期間において該発光画素の発
光輝度または画素電流を測定する画素特性測定ステップと、
　前記画素特性測定ステップにおいて測定された発光輝度または画素電流の経時的な変化
量が閾値以上となる発光画素を、リペアが必要な欠陥画素と特定する要リペア画素特定ス
テップと、
　前記要リペア画素特定ステップで特定された発光画素について前記逆バイアス電圧を印
加する手法と異なる手法によるリペア工程を施すリペアステップとを含む
　有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記逆バイアス印加ステップでは、前記逆バイアス電圧の印加時におけるリーク電流を
測定し、該リーク電流が所定の値以下となるまで前記逆バイアス電圧を継続して印加し、
　前記画素特性測定ステップでは、前記逆バイアス印加ステップで該リーク電流が所定の



(2) JP 5620988 B2 2014.11.5

10

20

30

40

50

値以下となった発光画素について、前記電圧を一定期間印加し、該発光画素の発光輝度ま
たは画素電流を測定する
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項３】
　さらに、
　前記逆バイアス印加ステップで、前記逆バイアス電圧を所定期間印加しても該リーク電
流が所定の値以下とならない発光画素について、前記リペア工程を施す
　請求項２に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記リペア工程は、レーザーを用いたリペアである
　請求項１～３のうちいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項５】
　前記逆バイアス印加ステップにおける前記所定範囲の逆バイアス電圧の絶対値は、１５
～２５Ｖである
　請求項１～４のうちいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項６】
　前記変化量は、前記画素特性測定ステップにおいて前記一定期間の始点において測定さ
れた発光輝度または画素電流と前記一定期間内の各点において測定された発光輝度または
画素電流との差分の絶対値を、前記一定期間の始点において測定された発光輝度または画
素電流で除算した値であり、
　前記閾値は、５％である
　請求項１～５のうちいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示装置の製造方法に関し、特にリペア可能な有機ＥＬ素子を有す
る有機ＥＬ表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電流駆動型の発光素子を用いた画像表示装置として、有機エレクトロルミネッセンス素
子（以下、有機ＥＬ素子と記す。）を用いた有機ＥＬディスプレイが知られている。この
有機ＥＬディスプレイは、視野角特性が良好で、消費電力が少ないという利点を有するた
め、次世代のＦＰＤ（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）候補として注目されてい
る。
【０００３】
　通常、画素を構成する有機ＥＬ素子はマトリクス状に配置される。例えば、アクティブ
マトリクス型の有機ＥＬディスプレイでは、複数の走査線と複数のデータ線との交点に薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）が設けられ、こ
のＴＦＴに保持容量素子（コンデンサ）及び駆動トランジスタのゲートが接続されている
。そして、選択した走査線を通じてこのＴＦＴをオンさせ、データ線からのデータ信号を
駆動トランジスタ及び保持容量素子に入力し、その駆動トランジスタ及び保持容量素子に
よって有機ＥＬ素子の発光タイミングを制御する。この画素駆動回路の構成により、アク
ティブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイでは、次の走査（選択）まで有機ＥＬ素子を
発光させることが可能であるため、デューティ比が上がってもディスプレイの輝度減少を
招くようなことはない。しかしながら、アクティブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイ
では、発光画素の構造が微細化、薄型化されるほど、また、発光画素数が増加するほど、
微細加工を必要とする製造工程において、有機ＥＬ素子の短絡や開放といった電気的な不
具合が発生してしまう。特に有機ＥＬ素子が短絡欠陥を有する場合、当該有機ＥＬ素子を
有する発光画素に、信号電圧に対応した順方向バイアス電圧が印加されても、短絡欠陥部
に優先的に電流が流れてしまうため、有機ＥＬ素子には順方向バイアス電圧に対応した電
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流が流れず正常発光しない。これにより、上記発光画素は滅点化してしまう。
【０００４】
　これに対し、有機ＥＬ表示装置の製造工程において、有機ＥＬ素子に起因する欠陥画素
を検出してリペアする方法が特許文献１に開示されている。特許文献１に記載された有機
ＥＬ表示装置の製造工程は、有機ＥＬ素子を製造するステップと、当該有機ＥＬ素子がシ
ョートしているか否かを検知するステップと、検知された有機ＥＬ素子に対し選択的にカ
ソード－アノード間に所定の電圧を印加し、ショート欠陥部をオープン破壊するステップ
とを含む。これにより、ショート欠陥画素のうち、正常部を劣化させること無く、ショー
ト欠陥部をオープン破壊させてリペアすることが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－３１７３８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載されたショート欠陥画素のリペア方法では、リペアし
てオープン化した箇所が、リペア後の発光動作に伴う発熱により、膨張などをして再構成
され、再度ショートする可能性があり、製品出荷後に滅点化することが心配される。
【０００７】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、リペア後に後発的なショート欠陥
を起こさない有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、有
機ＥＬ素子を有する複数の発光画素を備えた有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、前記
複数の発光画素の中から、ショート欠陥のある有機ＥＬ素子を有する欠陥画素を特定する
欠陥画素特定ステップと、前記欠陥画素特定ステップで欠陥画素と特定された発光画素に
、前記ショート欠陥を消失させるための所定範囲の逆バイアス電圧を印加する逆バイアス
印加ステップと、前記逆バイアス印加ステップにおける逆バイアス電圧印加が完了した発
光画素に、絶対値が前記逆バイアス電圧以下の電圧を一定期間印加し、当該期間において
該発光画素の発光輝度または画素電流を測定する画素特性測定ステップと、前記画素特性
測定ステップにおいて測定された発光輝度または画素電流の経時的な変化量が閾値以上と
なる発光画素を、リペアが必要な欠陥画素と特定する要リペア画素特定ステップと、前記
要リペア画素特定ステップで特定された発光画素について前記逆バイアス電圧を印加する
手法と異なる手法によるリペア工程を施すリペアステップとを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法によれば、電気的にリペアした発光画素における
後発的なショート欠陥の発生を確認するステップの導入により、再滅点化の可能性がある
と確認された発光画素に対して、レーザーリペアなどによる別のリペア方法を施す。よっ
て、製造工程の簡素化が図られるとともに、後発的な画素不良を起こすことの無い高品質
な表示パネルのみを後工程へ送ることが可能となり、信頼性の高い有機ＥＬ表示装置を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の構成を示す機能ブロック図である
。
【図２Ａ】図２Ａは、有機ＥＬ表示装置の有する正常な発光画素の回路構成図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、有機ＥＬ表示装置の有する欠陥画素の回路構成図である。
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【図３】図３は、実施の形態に係る発光画素の構造断面図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法を示す動作フロ
ーチャートである。
【図５】図５は、本発明の実施の形態に係るステップＳ０３を説明する動作フローチャー
トである。
【図６】図６は、本発明の実施の形態に係るステップＳ０３を実施するシステムのブロッ
ク構成図である。
【図７】図７は、正常な発光画素の有する有機ＥＬ素子、及び、ショート欠陥画素の有す
る有機ＥＬ素子の電圧－電流特性を表すグラフである。
【図８】図８は、本発明の実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法における、後発
的な欠陥画素を確認するために使用されるグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、有機ＥＬ素子を有する複数の発
光画素を備えた有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、前記複数の発光画素の中から、シ
ョート欠陥のある有機ＥＬ素子を有する欠陥画素を特定する欠陥画素特定ステップと、前
記欠陥画素特定ステップで欠陥画素と特定された発光画素に、前記ショート欠陥を消失さ
せるための所定範囲の逆バイアス電圧を印加する逆バイアス印加ステップと、前記逆バイ
アス印加ステップにおける逆バイアス電圧印加が完了した発光画素に、絶対値が前記逆バ
イアス電圧以下の電圧を一定期間印加し、当該期間において該発光画素の発光輝度または
画素電流を測定する画素特性測定ステップと、前記画素特性測定ステップにおいて測定さ
れた発光輝度または画素電流の経時的な変化量が閾値以上となる発光画素を、リペアが必
要な欠陥画素と特定する要リペア画素特定ステップと、前記要リペア画素特定ステップで
特定された発光画素について前記逆バイアス電圧を印加する手法と異なる手法によるリペ
ア工程を施すリペアステップとを含むものである。
【００１２】
　従来、ショート欠陥のある有機ＥＬ素子に逆バイアス電圧を印加して当該ショート欠陥
を消失させ、当該有機ＥＬ素子を有する欠陥画素の流出を防止する対策がなされている。
この逆バイアス電圧印加によるリペア工程前では、当該ショート欠陥を有する発光画素は
、画素全体として正常発光しなかったのに対し、リペア工程後の発光画素は、当該ショー
ト欠陥部分が黒点となるものの、その他の発光領域において正常発光がなされるようにな
る。しかしながら、逆バイアス電圧を印加してリペアしても、当該リペア工程によりオー
プン化した箇所が、その後の発光時の発熱により膨張等して形状変化し、製品出荷後に再
度ショートして滅点化することが心配される。
【００１３】
　本態様によれば、ショート欠陥のある有機ＥＬ素子を有する発光画素を逆バイアス電圧
印加により電気的にリペアした後、所定の電圧を一定期間印加して検出された画素電流ま
たは発光輝度の経時変化を観察する。そして、観察された経時変化から、再滅点化の可能
性があると判断された発光画素について、レーザーリペアなどの別のリペアを施すことと
している。これにより、リペアした発光画素の後発的な画素欠陥の発生を確実に防止する
ことが可能となる。よって、製造工程の簡素化が図られるとともに、後発的な画素不良を
起こすことの無い高品質な製品のみを後工程へ送ることができ、信頼性の高い有機ＥＬ表
示装置を提供することができる。
【００１４】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、前記逆バイアス印加ステ
ップでは、前記逆バイアス電圧の印加時におけるリーク電流を測定し、該リーク電流が所
定の値以下となるまで前記逆バイアス電圧を継続して印加し、前記画素特性測定ステップ
では、前記逆バイアス印加ステップで該リーク電流が所定の値以下となった発光画素につ
いて、前記電圧を一定期間印加し、該発光画素の発光輝度または画素電流を測定すること
が好ましい。



(5) JP 5620988 B2 2014.11.5

10

20

30

40

50

【００１５】
　本態様によれば、逆バイアス印加ステップでは、有機ＥＬ素子のショート欠陥を消失さ
せるために、逆バイアス電圧を継続して印加する。この逆バイアス電圧印加により検出さ
れるリーク電流が経過時間に応じて減少して所定値以下となる発光画素については、上記
ショート欠陥が消失したものと判断して、当該発光画素のみについて画素特性測定ステッ
プを施す。これにより、画素特性測定ステップが効率よく実行されるので、製造工程の高
効率化が図られる。
【００１６】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、さらに、前記逆バイアス
印加ステップで、前記逆バイアス電圧を所定期間印加しても該リーク電流が所定の値以下
とならない発光画素について、前記リペア工程を施すことが好ましい。
【００１７】
　本態様によれば、逆バイアス印加ステップでの逆バイアス電圧印加により検出されるリ
ーク電流が、所定時間経過しても減少せず所定値以下とならない発光画素については、上
記ショート欠陥が消失していないものと判断して、当該発光画素について別のリペア工程
を施す。これにより、逆バイアス電圧を印加してもショート欠陥が消失しない発光画素に
ついて確実に当該ショート欠陥を消失させることができる。よって、後工程である画素特
性測定ステップの負担が軽減されるとともに、信頼性の高い有機ＥＬ表示装置を提供する
ことができる。
【００１８】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、前記リペア工程は、レー
ザーを用いたリペアであることが好ましい。
【００１９】
　本態様によれば、所定範囲の逆バイアス電圧を印加しても正常な発光画素とすることが
できなかった発光画素、及び、当該逆バイアス電圧の印加により一旦正常発光画素となっ
たが、画素特性測定ステップにより後発的に欠陥画素となり得ると判断された発光画素に
ついて、逆バイアス電圧印加によるリペアに比べて工数がかかるものの、当該発光画素の
有する有機ＥＬ素子の短絡部に対し、レーザーを照射して確実に短絡パスを遮断すること
が可能となる。よって、正常画素のみを有する表示パネルのみを後工程へ送ることができ
、信頼性の高い有機ＥＬ表示装置を提供することができる。
【００２０】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、前記逆バイアス印加ステ
ップにおける前記所定範囲の逆バイアス電圧の絶対値は、１５～２５Ｖであることが好ま
しい。
【００２１】
　逆バイアス電圧の絶対値が１５Ｖより小さい場合、逆バイアス電圧によるリーク電流が
有機ＥＬ素子のショート欠陥部を優先的に流れるものの、当該リーク電流は当該ショート
欠陥部を破壊するためのジュール熱を十分に発生させることができず、確実に当該ショー
ト欠陥部を破壊することができない。また、逆バイアス電圧の絶対値が２５Ｖより大きい
場合、上記ショート欠陥部と並列に存在する正常部にも電流が流れるので、上記ショート
欠陥部だけでなく正常部の積層構造を溶融破壊してしまう恐れがある。
【００２２】
　本態様によれば、有機ＥＬ素子の正常部を破壊せずにショート欠陥部を破壊できる適度
な電流をショート欠陥部に優先的に流すことが可能となる。
【００２３】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、前記変化量は、前記画素
特性測定ステップにおいて前記一定期間の始点において測定された発光輝度または画素電
流と前記一定期間内の各点において測定された発光輝度または画素電流との差分の絶対値
を、前記一定期間の始点において測定された発光輝度または画素電流で除算した値であり
、前記閾値は、５％であることが好ましい。
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【００２４】
　逆バイアス印加ステップにおいて、有機ＥＬ素子のショート欠陥が消失したものと判断
された発光画素が後発的にショート欠陥を発生させる場合には、ショート欠陥部は短絡成
分を有するようになる。上記短絡成分を有するようになった有機ＥＬ素子は、所定のバイ
アス電圧が継続的に印加されることにより、ショート欠陥部が再構成され、上記短絡成分
の抵抗値が経時的に減少するようになる。よって、所定のバイアス電圧の継続的な印加に
より、有機ＥＬ素子を流れる電流は、通常、経時的に単調増加する。
【００２５】
　本態様によれば、所定のバイアス電圧を一定期間印加して検出した画素電流または発光
輝度の経時的な変化量を、閾値をもって判断するにあたり、当該閾値に所定の誤差を許容
させている。これにより、測定誤差やショート欠陥以外の要因による画素電流または発光
輝度の微小な経時変動のみにより欠陥画素を判断することを除外し、検出された画素電流
や発光輝度が経時的に単調増加する傾向にある後発的なショート欠陥が発生した発光画素
のみを正確に欠陥画素と判断することが可能となる。
【００２６】
　（実施の形態）
　本実施の形態における有機ＥＬ表示装置の製造方法は、ショート欠陥のある有機ＥＬ素
子を有する欠陥画素を特定し、所定範囲の逆バイアス電圧を欠陥画素と特定された発光画
素に印加して当該ショート欠陥を消失させるための電気的なリペアを試み、当該電気的な
リペアがなされた発光画素に対して絶対値が当該逆バイアス電圧以下であるバイアス電圧
を一定期間印加し、当該期間に測定した発光画素の発光輝度または画素電流の経時的な変
化量が閾値以上となる発光画素について別途リペア工程を施す。これにより、リペアした
発光画素の後発的な画素欠陥の発生を確実に防止することが可能となる。よって、製造工
程の簡素化が図られるとともに、後発的な画素不良を起こすことの無い高品質な製品のみ
を後工程へ送ることができ、信頼性の高い有機ＥＬ表示装置を提供することが可能となる
。
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。まず、本発明の製造
方法の対象となる有機ＥＬ表示装置の構成について説明する。
【００２８】
　図１は、実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の構成を示す機能ブロック図である。同図
に記載された有機ＥＬ表示装置１は、制御部１１と、表示部１２と、データ線駆動回路１
３と、走査線駆動回路１４とを備える。
【００２９】
　制御部１１は、外部から入力される映像信号を発光画素の発光を決定する信号電圧に変
換して走査順にデータ線駆動回路１３に出力する。また、制御部１１は、データ線駆動回
路１３から出力される信号電圧を出力するタイミング、及び、走査線駆動回路１４から出
力される走査信号の出力タイミングを制御する。
【００３０】
　データ線駆動回路１３は、各データ線へ、信号電圧を出力することにより、映像信号に
対応した発光画素の発光を実現する。
【００３１】
　走査線駆動回路１４は、各走査線へ走査信号を出力することにより、発光画素の有する
回路素子を所定の駆動タイミングで駆動する。
【００３２】
　表示部１２は、複数の発光画素がマトリクス状に配置されている。複数の発光画素のそ
れぞれは、データ線駆動回路１３からの輝度信号、及び、走査線駆動回路１４からの走査
信号に応じて発光する。
【００３３】
　図２Ａは、有機ＥＬ表示装置の有する正常な発光画素の回路構成図である。同図に記載
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された発光画素１５は、有機ＥＬ素子１６と、駆動トランジスタ１７と、選択トランジス
タ１８と、コンデンサ１９とを備える。また、発光画素列ごとにデータ線１３１が配置さ
れ、発光画素行ごとに走査線１４１が配置され、全ての発光画素１５に共通して正電源線
１５１及び負電源線１５２が配置されている。選択トランジスタ１８のドレイン電極はデ
ータ線１３１に、選択トランジスタ１８のゲート電極は走査線１４１に、さらに、選択ト
ランジスタ１８のソース電極は、コンデンサ１９及び駆動トランジスタ１７のゲート電極
に接続されている。また、駆動トランジスタ１７のドレイン電極は正電源線１５１に接続
され、ソース電極は有機ＥＬ素子１６のアノードに接続されている。
【００３４】
　ここで、有機ＥＬ素子１６の構造について説明する。
【００３５】
　図３は、実施の形態に係る発光画素の構造断面図である。同図に記載された発光画素１
５は、基板１００と、駆動回路層１０１と、発光層１０２と、透明封止膜１１０とを備え
る。
【００３６】
　基板１００は、例えば、ガラス基板である。また、基板１００は、樹脂からなるフレキ
シブル基板を用いることも可能である。基板１００は、駆動回路層１０１とともに、薄膜
トランジスタ（ＴＦＴ）基板を構成する。なお、図２に記載されたようなトップエミッシ
ョン構造の場合には、基板１００は透明である必要はないので、非透明の基板、例えば、
シリコン基板を用いることもできる。
【００３７】
　駆動回路層１０１は、図示していないが、基板１００の上に形成された駆動トランジス
タ１７と、コンデンサ１９と、選択トランジスタ１８とを備える。駆動回路層１０１は、
平坦化膜により、その上面の平担性が確保されている。
【００３８】
　発光層１０２は、有機ＥＬ素子１６を構成する層であり、陽極１６１と、正孔注入層１
６２と、正孔輸送層１６３と、有機発光層１６４と、バンク層１６５と、電子注入層１６
６と、透明陰極１６７とを備える。
【００３９】
　図３に記載された発光画素１５は、トップエミッション構造を有している。つまり、発
光層１０２に電圧を印加すると、有機発光層１６４で光が生じ、透明陰極１６７及び透明
封止膜１１０を通じて光が上方に出射する。また、有機発光層１６４で生じた光のうち下
方に向かったものは、陽極１６１で反射され、透明陰極１６７及び透明封止膜１１０を通
じて光が上方に出射する。
【００４０】
　陽極１６１は、駆動回路層１０１の平坦化膜の表面上に積層され、透明陰極１６７に対
して正の電圧を発光層１０２に印加する電極である。陽極１６１を構成する陽極材料とし
ては、例えば、反射率の高い金属であるＡｌ、Ａｇ、またはそれらの合金が好ましい。ま
た、陽極１６１の厚さは、例えば、１００～３００ｎｍである。
【００４１】
　正孔注入層１６２は、陽極１６１の表面上に形成され、正孔を安定的に、又は正孔の生
成を補助して、有機発光層１６４へ正孔を注入する機能を有する。これにより、発光層１
０２の駆動電圧が低電圧化され、正孔注入の安定化により素子が長寿命化される。正孔注
入層１６２の材料としては、例えばＰＥＤＯＴ（ポリエチレンジオキシチオフェン）など
を用いることができる。また、正孔注入層１６２の膜厚は、例えば、１０ｎｍ～１００ｎ
ｍ程度にすることが好ましい。
【００４２】
　正孔輸送層１６３は、正孔注入層１６２の表面上に形成され、正孔注入層１６２から注
入された正孔を有機発光層１６４内へ効率良く輸送し、有機発光層１６４と正孔注入層１
６２との界面での励起子の失活防止をし、さらには電子をブロックする機能を有する。正
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孔輸送層１６３としては、例えば、生じた正孔を分子間の電荷移動反応により伝達する性
質を有する有機高分子材料であり、例えば、トリフェルアミン、ポリアニリンなどが挙げ
られる。また、正孔輸送層１６３の厚さは、例えば、５～５０ｎｍ程度である。
【００４３】
　なお、正孔輸送層１６３は、その隣接層である正孔注入層１６２や有機発光層１６４の
材料により、省略される場合がある。
【００４４】
　有機発光層１６４は、正孔輸送層１６３の表面上に形成され、正孔と電子が注入され再
結合されることにより励起状態が生成され発光する機能を有する。有機発光層１６４とし
ては、低分子有機材料だけでなく、インクジェットやスピンコートのような湿式製膜法で
製膜できる発光性の高分子有機材料も適用される。高分子有機材料の特徴としては、デバ
イス構造が簡単であること、膜の信頼性に優れ、低電圧駆動のデバイスであることも挙げ
ることができる。芳香環または縮合環のような共役系を持った高分子あるいはπ共役系高
分子は蛍光性を有することから、有機発光層１６４を構成する高分子有機材料として用い
ることができる。有機発光層１６４を構成する高分子発光材料としては、例えば、ポリフ
ェニレンビニレン（ＰＰＶ）またはその誘導体（ＰＰＶ誘導体）、ポリフルオレン（ＰＦ
Ｏ）またはその誘導体（ＰＦＯ誘導体）、ポリスピロフルオレン誘導体などを挙げること
ができる。また、ポリチオフェンまたはその誘導体を用いることも可能である。
【００４５】
　バンク層１６５は、正孔注入層１６２の表面上に形成され、湿式製膜法を用いて形成さ
れる正孔輸送層１６３及び有機発光層１６４を所定の領域に形成するバンクとしての機能
を有する。バンク層１６５に用いられる材料は、無機物質および有機物質のいずれであっ
てもよいが、有機物質の方が、一般的に、撥水性が高いので、より好ましく用いることが
できる。このような材料の例としては、ポリイミド、ポリアクリルなどの樹脂が挙げられ
る。バンク層１６５の厚さは、例えば、１００～３０００ｎｍ程度である。
【００４６】
　電子注入層１６６は、有機発光層１６４の上に形成され、有機発光層１６４への電子注
入の障壁を低減し発光層１０２の駆動電圧を低電圧化すること、励起子失活を抑制する機
能を有する。これにより、電子注入を安定化し素子を長寿命化すること、透明陰極１６７
との密着を強化し発光面の均一性を向上させ素子欠陥を減少させることが可能となる。電
子注入層１６６は、特に限定されるものではないが、好ましくはバリウム、アルミニウム
、フタロシアニン、フッ化リチウム、さらに、バリウム－アルミニウム積層体などからな
る。電子注入層１６６の厚さは、例えば、２～５０ｎｍ程度である。
【００４７】
　透明陰極１６７は、電子注入層１６６の表面上に積層され、陽極１６１に対して負の電
圧を発光層１０２に印加し、電子を素子内（特に有機発光層１６４）に注入する機能を有
する。透明陰極１６７としては、特に限定されるものではないが、透過率の高い物質およ
び構造を用いることが好ましい。これにより、発光効率が高いトップエミッション有機Ｅ
Ｌ素子を実現することができる。透明陰極１６７の構成としては、特に限定されるもので
はないが、金属酸化物層が用いられる。この金属酸化物層としては、特に限定されるもの
ではないが、インジウム錫酸化物（以下、ＩＴＯと記す）、あるいはインジウム亜鉛酸化
物（以下、ＩＺＯと記す）からなる層が用いられる。また、透明陰極１６７の厚さは、例
えば、５～２００ｎｍ程度である。
【００４８】
　透明封止膜１１０は、透明陰極１６７の表面上に形成され、水分から素子を保護する機
能を有する。また、透明封止膜１１０は、透明であることが要求される。透明封止膜１１
０は、例えば、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ、または有機膜からなる。また、透明封止膜１１０の厚
さは、例えば、２０～５０００ｎｍ程度である。
【００４９】
　以上説明した発光画素１５の構造により、有機ＥＬ表示装置１は、アクティブマトリク
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ス型の表示装置としての機能を有する。
【００５０】
　上記構成において、走査線１４１に走査信号が入力され、選択トランジスタ１８をオン
状態にすると、データ線１３１を介して供給された信号電圧に対応した電圧がコンデンサ
１９に書き込まれる。そして、コンデンサ１９に書き込まれた信号電圧に対応した保持電
圧は、１フレーム期間を通じて保持され、この保持電圧により、駆動トランジスタ１７の
コンダクタンスがアナログ的に変化し、発光階調に対応した駆動電流が有機ＥＬ素子１６
のアノードに供給される。さらに、有機ＥＬ素子１６のアノードに供給された駆動電流は
、有機ＥＬ素子１６のカソードへと流れる。これにより、有機ＥＬ素子１６が発光し画像
として表示される。このとき、有機ＥＬ素子１６のアノードには、信号電圧に対応した順
バイアス電圧が印加されていることになる。
【００５１】
　なお、上述した発光画素の回路構成は、図２Ａに記載された回路構成に限定されない。
選択トランジスタ１８、駆動トランジスタ１７は、信号電圧に応じた駆動電流を有機ＥＬ
素子１６に流すために必要な回路構成要素であるが、上述した形態に限定されない。また
、上述した回路構成要素に、別の回路構成要素が付加される場合も、本発明に係る有機Ｅ
Ｌ表示装置の発光画素回路に含まれる。
【００５２】
　アクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置では、発光画素の構造が微細化、薄型化さ
れるほど、また、発光画素数が増加するほど、微細加工を必要とする製造工程において、
有機ＥＬ素子のアノード－カソード間の短絡や開放といった電気的な不具合が発生してし
まう。
【００５３】
　図２Ｂは、有機ＥＬ表示装置の有する欠陥画素の回路構成図である。同図に記載された
回路構成は、有機ＥＬ素子のアノード－カソード間が短絡している状態を表している。つ
まり、図２Ａに記載された回路構成と比較して、有機ＥＬ素子４６のアノードとカソード
との間に電気的導通状態を実現する短絡成分４７が並列接続されている点が異なる。ここ
で、有機ＥＬ素子４６が短絡している状態とは、短絡成分４７の抵抗値が低抵抗状態であ
る場合に、有機ＥＬ素子４６は短絡状態であると定義する。有機ＥＬ素子４６のアノード
－カソード間が短絡状態である場合の一例としては、図３に示された有機発光層１６４の
膜厚の不均一性により、有機発光層１６４を挟む正孔輸送層１６３と電子注入層１６６と
が有機発光層１６４内に生じたピンホールを介して点接触している場合などが想定される
。
【００５４】
　図２Ｂに示された欠陥画素に、信号電圧に対応した順方向バイアス電圧が印加されても
、短絡成分４７を短絡電流が流れてしまうため、有機ＥＬ素子４６には順方向バイアス電
圧に対応した電流が流れず正常発光しない。これにより、上記欠陥画素は滅点化する。
【００５５】
　有機ＥＬ表示パネルの表示品質を確保するためには、短絡成分４７を有する欠陥画素の
流出を防止することが必要である。このため、製造工程において、上記欠陥画素が発生し
た場合には、当該欠陥画素を確実にリペアすることが必要である。短絡成分４７を除去す
るリペア工程として、例えば、短絡成分４７の存在箇所にレーザーを照射することが挙げ
られる。これにより、レーザーリペアされた画素に順バイアス電圧をかけて通常発光させ
た場合、リペアされた部分は黒点となるが、その他の発光領域において正常発光がなされ
る。
【００５６】
　一方、上述したレーザーリペアのほか、短絡状態にある有機ＥＬ素子に逆バイアス電圧
を印加して短絡成分４７に電流を流しジュール熱を発生させることにより、ショート欠陥
部を再構成してオープン化するというリペア方法がある。この方法には、欠陥画素を特定
するための電気特性測定装置を流用でき、本リペアのために別途装置を準備する必要がな
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い。これに対し、レーザー照射によるリペア方法では、レーザー装置を別途準備する必要
があり、また、レーザー照射目標であるショート欠陥部の周辺部が損傷しないような高精
度な位置合わせが要求される。また、いずれのリペア方法においても、リペア工程前のシ
ョート欠陥画素は画素全体として正常発光しなかったのに対し、リペア工程後の発光画素
は、当該ショート欠陥部分は黒点となるが、その他の発光領域において正常発光がなされ
るようになる。
【００５７】
　製造工程の簡素化および低コスト化という観点から、ショート欠陥画素のリペア方法と
しては、上述した、逆バイアス電圧の印加によるショート欠陥部のオープン化という方法
を優先的に適用することが好ましい。
【００５８】
　しかしながら、逆バイアス電圧を印加して電気的にリペアしても、当該リペア工程によ
りオープン化した箇所が、その後の発光動作時の発熱により膨張等して形状変化し、製品
出荷後に再度ショートして滅点化することが心配される。
【００５９】
　本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法によれば、ショート欠陥を有する発光画素を逆バ
イアス電圧印加により電気的にリペアした後、所定のバイアス電圧を一定期間印加して検
出された画素電流または発光輝度の経時変化を観察することにより、電気的なリペアの確
認を行う。そして、観察された経時変化から、再滅点化の可能性があると判断された発光
画素について、レーザーリペアなどの別のリペアを施すこととする。これにより、リペア
した発光画素の後発的な画素欠陥の発生を確実に防止することが可能となる。よって、製
造工程の簡素化が実現されるとともに、後発的な画素不良を起こすことの無い高品質な製
品のみを後工程へ送ることができ、信頼性の高い有機ＥＬ表示装置を提供することができ
る。以下、本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法について詳細に説明する。
【００６０】
　図４は、本発明の実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法を示す動作フローチャ
ートである。本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、駆動回路層の形成工程、発光層の
形成工程、ショート欠陥画素の検出工程、電気的なリペア工程、電気的リペアの確認工程
及びレーザーリペア工程を含む。
【００６１】
　まず、駆動トランジスタ１７、選択トランジスタ１８、コンデンサ１９及び回路配線な
どを適宜配置させた駆動回路層１０１を形成する（Ｓ０１）。
【００６２】
　具体的には、図３に記載された駆動回路層１０１の一層として、メタルマスク製膜、リ
フトオフ及びエッチングなどの手法を用いて、例えば、ＭｏとＷとの合金からなる下側電
極層を形成する。ここで、下側電極層は、コンデンサ１９の一方の電極であり、選択トラ
ンジスタ１８のソース電極と、駆動トランジスタ１７のゲート電極とを接続するように形
成される。次に、下側電極層の上に、例えば、ＳｉＯｘまたはＳｉＮなどからなる絶縁層
を、下側電極層を覆うように形成する。このとき、必要に応じて、絶縁層の表面を平坦化
することが好ましい。次に、絶縁層の上に、メタルマスク製膜、リフトオフ及びエッチン
グなどの手法を用いて、例えば、ＭｏとＷとの合金／Ａｌ／ＭｏとＷとの合金の積層構造
からなる上側電極層を形成する。ここで、上側電極層は、コンデンサ１９の他方の電極で
あり、正電源線１５１と、駆動トランジスタ１７のドレイン電極とを接続するように形成
される。
【００６３】
　次に、駆動回路層１０１の上に、駆動回路層１０１の平坦化工程を経た後、有機ＥＬ素
子１６を有する発光層１０２を形成する（Ｓ０２）。
【００６４】
　具体的には、発光層１０２は、例えば、陽極、正孔注入層、正孔輸送層、有機発光層、
バンク層、電子注入層、及び透明陰極を有する。
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【００６５】
　次に、ショート欠陥のある有機ＥＬ素子４６を有する発光画素を特定し、当該発光画素
のリペアを行う（Ｓ０３）。以下、本発明の要部であるステップＳ０３について詳細に説
明する。
【００６６】
　図５は、本発明の実施の形態に係るステップＳ０３を説明する動作フローチャートであ
る。
【００６７】
　また、図６は、本発明の実施の形態に係るステップＳ０３を実施するシステムのブロッ
ク構成図である。同図に記載されたシステムは、制御装置２０と、モニタ２１と、ソース
メータ２２と、ＸＹステージコントローラ２３と、ＸＹステージ２４と、ＣＣＤカメラ２
５と、電流計２６とを備える。また、同図には、有機ＥＬ表示装置１の有する表示部１２
の発光状態をＣＣＤカメラ２５で撮像している様子が描かれている。
【００６８】
　制御装置２０は、ソースメータ２２に対し、表示部１２の有する各発光画素１５へ、順
バイアス電圧または逆バイアス電圧を印加させる。また、制御装置２０は、ＸＹステージ
コントローラ２３に対し、ＣＣＤカメラ２５が撮像対象となる発光画素１５の発光状態を
撮像できるよう、ＸＹステージ２４を移動させる。また、制御装置２０は、ＣＣＤカメラ
２５に対し、上記期間内に撮像対象となる発光画素の発光状態を撮像させ、ＣＣＤカメラ
２５から撮像画像を取得する。また、制御装置２０は、発光画素１５から発光される光を
撮像して得られた画像から発光輝度を算出する。また、制御装置２０は、電流計２６に対
し、上記順バイアス電圧または逆バイアス電圧が発光画素１５に印加されることにより有
機ＥＬ素子１６に流れる電流を測定させる。また、制御装置２０は、ＣＣＤカメラ２５に
よる撮像及び電流計２６による電流測定により取得した画素情報をモニタ２１へ表示する
。
【００６９】
　図５に示されたステップＳ０３についての動作フローチャートにおいて、まず、制御装
置２０は、ショート欠陥のある有機ＥＬ素子４６を有する発光画素を検出する（Ｓ０３１
）。
【００７０】
　上記欠陥画素を検出する方法としては、有機ＥＬ素子に逆バイアス電圧を印加してリー
ク発光する発光点を検出する方法が挙げられる。正常発光画素では、上記逆バイアス電圧
により有機ＥＬ素子１６に電流は流れないが、短絡成分４７を有する有機ＥＬ素子４６で
は、リーク電流によるリーク発光が短絡箇所で観測される。このリーク発光状態を撮像し
て得られた画像により、発光画素中のリーク発光点を特定する。
【００７１】
　具体的には、制御装置２０は、検査対象の発光画素１５に所定の逆バイアス電圧を印加
し、ソースメータ２２から、検査対象の発光画素１５へ逆バイアス電圧を印加させる。例
えば、表示部１２の全ての駆動トランジスタ１７のドレイン電極、全ての有機ＥＬ素子１
６のカソード電極、全ての駆動トランジスタ１７のゲート電極をそれぞれ束ねた共通端子
をパネル端部に設け、当該各共通端子とソースメータ２２とを端子接続する。これにより
、有機ＥＬ素子１６のカソード電極（Ｋ）に１５Ｖ～２５Ｖの電圧を印加し、駆動トラン
ジスタ１７のドレイン電極（Ｄ）をＧＮＤ電位とする。また、この間には、有機ＥＬ素子
の逆方向リーク電流によるリーク発光の有無を観測するため、駆動トランジスタ１７がオ
ン状態であることが必要である。よって、この間には、駆動トランジスタ１７のゲート電
極（Ｇ）には、例えば、０Ｖを印加する。また、本方式で有機ＥＬ素子のリーク発光を検
出する場合、駆動トランジスタ１７が飽和領域である条件下で、逆バイアス電圧が有機Ｅ
Ｌ素子１６に印加されることが好ましい。これにより、リーク発光の検出において、駆動
トランジスタ１７の特性バラツキの影響を抑えることができる。
【００７２】
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　また、例えば、表示部１２の全ての有機ＥＬ素子１６のカソード電極、及びアノード電
極をそれぞれ束ねた共通端子をパネル端部に設け、当該各共通端子とソースメータ２２と
を端子接続する。これにより、有機ＥＬ素子１６のカソード電極（Ｋ）に１５Ｖ～２５Ｖ
の電圧を印加し、カソード電極（Ｋ）をＧＮＤ電位とする。
【００７３】
　また、例えば、表示部１２の有する各発光画素１５の全端子にプローブをコンタクトし
、全面または選択エリアへ所定の逆バイアス電圧を印加する。この場合、表示部１２全体
に配置された全端子にテストピンを接触させ、マルチプレクサなどのスイッチ動作により
検査対象の欠陥画素と比較対象の正常画素とを特定してもよい。あるいは、検査対象の発
光画素への配線だけにテストピンを接触させて測定し、表示部１２上を移動して対象画素
にテストピンを接触させてもよい。あるいは、複数の発光画素単位である１ブロックほど
の複数ピンを有し、表示部１２上を可動できるプローブを備えてもよい。
【００７４】
　次に、制御装置２０は、上記逆バイアス電圧が印加されている期間に閾値強度以上のリ
ーク発光をした発光点を特定する。この発光点の特定方法について以下、詳細に説明する
。
【００７５】
　まず、制御装置２０は、ＣＣＤカメラ２５に対し、上記逆バイアス電圧の印加期間にお
ける、検査対象の発光画素１５の発光状態をカメラ撮像させる。なお、逆バイアス電圧印
加によるリーク発光は微弱であるため、上記カメラ撮像は完全遮光環境にて実行されるこ
とが好ましい。また、上記カメラ撮像の露光時間は５～６０秒が好ましく、Ｓ／Ｎ比によ
って当該露光時間の条件を最適化することが望ましい。これにより、適度な検出期間内に
て高精度な発光点検出を実現でき、結果として、高精度な欠陥画素検出を実現することが
可能となる。上記露光時間が長すぎると、微弱なリーク発光による輝度値が平均化され、
またノイズレベルが上昇してＳ／Ｎ比が小さくなってしまう。また、上記期間が短すぎる
と、欠陥画素からのリーク発光による輝度値の絶対値が小さく十分な信号強度が得られな
い。
【００７６】
　次に、制御装置２０は、カメラ撮像により取得した画像を画像処理し、各撮像点の撮像
情報である（座標、発光強度）を抽出する。そして、各撮像点の撮像情報から、閾値強度
以上の発光をした発光点を、リーク発光点と特定する。つまり、閾値強度で各撮像点の発
光強度を２値化して、リーク発光点の当否を判断する。このようにして特定されたリーク
発光点を含む発光画素をショート欠陥画素と判定する。最後に、制御装置２０は、ショー
ト欠陥画素と判定した発光画素をモニタ２１に表示する。
【００７７】
　なお、ＣＣＤカメラ２５は、冷却型ＣＣＤカメラが好ましい。これにより、微弱な有機
ＥＬ素子のリーク発光の撮像においても、所定のＳ／Ｎ比を確保することができる。よっ
て、検査時におけるノイズを排除し、欠陥画素の検出精度が向上する。
【００７８】
　以上の動作により、制御装置２０は、ショート欠陥のある有機ＥＬ素子４６を有する発
光画素を検出し、ステップＳ０３１が完了する。ステップＳ０３１は、欠陥画素特定ステ
ップに相当する。
【００７９】
　なお、本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の１ステップである欠陥画素特定ステップ
は、上述したリーク発光点を検出して欠陥画素を特定する方法には限定されない。
【００８０】
　再び、図５に記載された動作フローチャートに戻って本発明の実施の形態に係る有機Ｅ
Ｌ表示装置の製造方法を説明する。
【００８１】
　次に、制御装置２０は、ステップＳ０３１で検出された発光画素に対し、所定範囲の逆
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バイアス電圧を印加する（Ｓ０３２）。この逆バイアス電圧印加は、短絡成分４７を有す
るショート欠陥部に、電流を流してジュール熱を発生させ、これによりショート欠陥部を
再構成させてショート欠陥部をオープン化させることを目的とするものである。このステ
ップＳ０３２の動作について、以下、詳細に説明する。
【００８２】
　まず、制御装置２０は、ステップＳ０３１でショート欠陥画素と判定された発光画素に
対し、当該発光画素の駆動トランジスタ１７をオン状態にする（Ｓ０３２１）。これは、
有機ＥＬ素子４６のショート欠陥部に電流を流すための準備に相当する。例えば、上記シ
ョート欠陥部に最大の電流負荷を与える場合には、駆動トランジスタ１７のソース電極と
ゲート電極との電位差が大きくなるように設定して駆動トランジスタ１７により、上記電
流の制限を受けないようにすることが好ましい。例えば、ゲート電圧の定格が±１０Ｖま
でであれば、ゲート電圧を－１０Ｖとしておく。
【００８３】
　次に、制御装置２０は、ステップＳ０３１でショート欠陥画素と判定された発光画素に
対し、ソースメータ２２から、逆バイアス電圧を印加させる（Ｓ０３２２）。例えば、有
機ＥＬ素子４６のカソード電極（Ｋ）に１５Ｖ～２５Ｖの電圧を印加し、駆動トランジス
タ１７のドレイン電極（Ｄ）をＧＮＤ電位とする。ここで、カソード電極への印加電圧で
ある逆バイアス電圧の絶対値が、１５Ｖより小さい場合、逆バイアス電圧により発生した
電流が有機ＥＬ素子のショート欠陥部を優先的に流れるものの、当該電流は当該ショート
欠陥部を破壊するためのジュール熱を十分に発生させることができず、確実に当該ショー
ト欠陥部を破壊することができない。また、逆バイアス電圧の絶対値が２５Ｖより大きい
場合、上記ショート欠陥部と並列に存在する正常部にも当該電流が流れるので、上記ショ
ート欠陥部だけでなく正常部の積層構造を溶融破壊してしまう恐れがある。上述した電圧
範囲において逆バイアス電圧を印加することで、ショート欠陥部を構成する導電性異物が
電気的に変化し易くなる。よって、有機ＥＬ素子４６の正常部を破壊せずにショート欠陥
部を破壊するための適度な電流をショート欠陥部に優先的に流すことが可能となる。
【００８４】
　なお、上記逆バイアス電圧を有機ＥＬ素子４６に印加するため、ソースメータ２２と、
有機ＥＬ素子４６のカソード電極及びアノード電極とを端子接続させ、有機ＥＬ素子４６
のカソード電極（Ｋ）に１５Ｖ～２５Ｖの電圧を印加し、アノード（Ａ）をＧＮＤ電位と
してもよい。この場合には、駆動トランジスタ１７の導通状態に関係なく、有機ＥＬ素子
４６に逆バイアス電圧を印加することができ、また、上述したステップＳ０３２１を省略
することができる。
【００８５】
　次に、制御装置２０は、電流計２６に対し、ステップＳ０３２２で逆バイアス電圧を継
続して印加している間に、有機ＥＬ素子４６に流れるリーク電流を測定させる。制御装置
２０は、上記逆バイアス電圧印加を行う所定期間内にリーク電流値の変動がない、または
、上昇が見られる場合には（Ｓ０３２３でＮｏ）、当該有機ＥＬ素子４６を有する発光画
素は、逆バイアス電圧印加によりリペアされる可能性がないと判断する。この発光画素に
は、レーザーリペアが施される（Ｓ０３６）。
【００８６】
　一方、制御装置２０は、上記逆バイアス電圧印加を行う所定期間内にリーク電流値の減
少が見られる場合には（Ｓ０３２３でＹｅｓ）、当該有機ＥＬ素子４６を有する発光画素
は、逆バイアス電圧印加によりリペアされた可能性があるものと判断する。この発光画素
については、リーク電流が所定の電流値まで減少するまで、上記逆バイアス電圧印加を継
続する（Ｓ０３２４）。なお、上述した所定の電流値とは、正常な発光画素に上記逆バイ
アス電圧を印加したときに流れる電流の値に対し統計的な測定誤差範囲を考慮した値であ
る。
【００８７】
　また、ステップＳ０３２４において、リーク電流値の減少は見られるものの、上記所定
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の電流値に到達しない場合には、当該有機ＥＬ素子４６を有する発光画素は、バイアス電
圧印加によりリペアされる可能性がないと判断する。この発光画素にも、レーザーリペア
が施される。
【００８８】
　また、逆バイアス電圧印加を行う所定期間の終点は、リーク電流値の時間的変化が飽和
する時点である。
【００８９】
　以上のステップＳ０３２１～Ｓ０３２４は、ステップＳ０３２に相当する。ステップＳ
０３２は、逆バイアス印加ステップに相当する。
【００９０】
　次に、制御装置２０は、ステップＳ０３２４で逆バイアス電圧印加によりリペアされた
可能性があると判断された発光画素に、絶対値が上記逆バイアス電圧以下のバイアス電圧
を所定期間印加し、画素電流または発光輝度を測定する（ステップＳ０３３）。つまり、
本ステップは、逆バイアス電圧印加によりリペアされた可能性があると判断された発光画
素が、後発的にショート欠陥画素へと再変化してしまうか否かを確認するためのステップ
である。なお、このときのバイアス電圧とは、順バイアス電圧であってもよいし、逆バイ
アス電圧であってもよい。
【００９１】
　ここで、まず、順バイアス電圧を印加して欠陥画素への再変化を確認する方法を説明す
る。
【００９２】
　図７は、正常な発光画素の有する有機ＥＬ素子、及び、ショート欠陥画素の有する有機
ＥＬ素子の電圧－電流特性を表すグラフである。ここで、図７の（ｂ）には、図７の（ａ
）に示されたグラフの電流軸を拡大したグラフが示されている。まず、図７の（ｂ）に示
された非線形特性を有する正常な発光画素の電圧－電流特性をもとに、発光動作時の最大
電流に対応する順バイアス電圧値を決定する。
【００９３】
　そして、制御装置２０は、この順バイアス電圧値を、確認対象の発光画素について所定
期間印加し、電流計２６に対し、有機ＥＬ素子に流れる画素電流を当該所定期間測定させ
る。ステップＳ０３３は、画素特性測定ステップに相当する。
【００９４】
　図８は、本発明の実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法における、後発的な欠
陥画素を確認するために使用されるグラフである。横軸は、決定された順バイアス電圧の
印加時間を表し、縦軸は正常画素の電流値を基準値とした電流相対値を表す。同図に示さ
れたグラフには、ステップＳ０３２３で逆バイアス電圧印加によりリペアされた可能性が
あると判断された発光画素についての、異なる値の順バイアス電圧を印加したときの画素
電流値の変化が描かれている。この測定結果を基にして所定時間における画素電流値の経
時的な変化量を算出し、当該変化量が、上記所定期間にわたり、閾値ｔ以下であれば（ス
テップＳ０３４でＮｏ）、つまり、時間の経過とともに画素電流が増加する傾向になけれ
ば、上記確認対象の発光画素（図８における破線）は、後発的にショート欠陥画素へと再
変化しないと判定し、リペア作業が完了する（Ｓ０３５）。
【００９５】
　一方、上記変化量が、上記所定期間内のいずれかにおいて、閾値ｔより大きくなれば（
ステップＳ０３４でＹｅｓ）、つまり、時間の経過とともに画素電流が増加する傾向であ
れば、上記確認対象の発光画素（図８における実線）は、ステップＳ０３２で実行した電
気的なリペアは不完全であったと判断する。なお、この発光画素の所定期間における電圧
－電流特性は、図７の（ａ）に示された正常画素の電圧－電流特性からショート画素の電
圧－電流特性へと経時変化する。この発光画素には、レーザーリペアが施される（Ｓ０３
６）。ステップＳ０３４は、要リペア画素特定ステップに相当し、ステップＳ０３６は、
リペアステップに相当する。
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【００９６】
　ここで、上記変化量とは、ステップＳ０３３において上記所定期間の始点において測定
された画素電流と上記所定期間内の各点において測定された画素電流との差分の絶対値を
、上記所定期間の始点において測定された画素電流で除算した値である。
【００９７】
　また、上記所定期間は、例えば、１０分であり、画素電流の経時変化を観測して後発的
ショート画素を特定する期間として十分である。
【００９８】
　ステップＳ０３２でショート欠陥が消失したものと判断された発光画素が、後発的にシ
ョート欠陥を発生させる場合には、当該ショート欠陥は短絡成分４７を有するようになる
。この短絡成分４７を有するようになった有機ＥＬ素子４６は、所定の順バイアス電圧が
継続的に印加されることにより、上記ショート欠陥が再構成され、短絡成分４７が経時的
に低抵抗化するようになる。よって、所定の順バイアス電圧の継続的な印加により、有機
ＥＬ素子４６を流れる電流は、短絡成分４７の低抵抗化により、経時的に単調増加する。
【００９９】
　なお、ステップＳ０３４で後発的にショート欠陥画素へと再変化しないと判定された発
光画素について、最後に電圧－電流特性を測定し、これが図７に示された正常画素の電圧
－電流特性と差が無いことを確認して、リペア完了とすることが望ましい。
【０１００】
　なお、ステップＳ０３３では、確認対象の発光画素に順バイアス電圧を印加して画素電
流を測定する代わりに、発光輝度を測定してもよい。この場合、制御装置２０は、ソース
メータ２２に対し、最大発光輝度に対応する順バイアス電圧を印加させる。また制御装置
２０は、例えば、ＣＣＤカメラ２５による撮像により取得した画像を画像処理し、各撮像
点の撮像情報である（座標、発光強度）を抽出する。そして、各撮像点の撮像情報から、
確認対象の発光画素の発光輝度を算出してもよい。そして、この算出結果を基にして所定
時間における発光輝度値の経時的な変化量を算出し、当該変化量が、上記所定期間にわた
り、閾値ｔ以下であれば（ステップＳ０３４でＮｏ）、つまり、時間の経過とともに発光
輝度が減少する傾向になければ、上記確認対象の発光画素は、後発的にショート欠陥画素
へと再変化しないと判定し、リペア作業が完了する（Ｓ０３５）。
【０１０１】
　一方、上記変化量が、上記所定期間のいずれかにおいて、閾値ｔより大きくなれば、つ
まり、時間の経過とともに発光輝度が減少する傾向であれば、上記確認対象の発光画素は
、ステップＳ０３２で実行した電気的なリペアは不完全であったと判断する。この発光画
素には、レーザーリペアが施される（Ｓ０３６）。
【０１０２】
　ここで、上記変化量とは、ステップＳ０３３において所定期間の始点において測定され
た発光輝度と上記所定期間内の各点において測定された発光輝度との差分の絶対値を、上
記所定期間の始点において測定された発光輝度で除算した値である。
【０１０３】
　ステップＳ０３２でショート欠陥が消失したものと判断された発光画素が、後発的にシ
ョート欠陥を発生させる場合には、当該ショート欠陥は短絡成分４７を有するようになる
。この短絡成分４７を有するようになった有機ＥＬ素子４６は、所定の順バイアス電圧が
継続的に印加されることにより、上記ショート欠陥が再構成され、短絡成分４７が経時的
に低抵抗化するようになる。よって、所定の順バイアス電圧の継続的な印加により、有機
ＥＬ素子４６を流れる電流は、短絡成分４７を流れる電流が支配的となるので、正常部を
流れる電流が減少し、経時的に滅点化していく。
【０１０４】
　なお、ステップＳ０３３で発光輝度を測定する場合、ＣＣＤカメラ２５の代わりに簡易
的な輝度計を用いてもよい。
【０１０５】
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　なお、ステップＳ０３４で後発的にショート欠陥画素へと再変化しないと判定された発
光画素について、最後に電圧－輝度特性を測定し、これが正常画素の電圧－輝度特性と差
が無いことを確認して、リペア完了とすることが望ましい。
【０１０６】
　なお、ステップＳ０３４における変化量の閾値ｔは、５％であることが好ましい。閾値
ｔを５％とすることにより、順バイアス電圧を一定期間印加して検出した画素電流または
発光輝度の経時的な変化量を、閾値ｔをもって判断するにあたり、閾値ｔに所定の誤差を
許容させている。これにより、測定誤差やショート欠陥以外の要因による画素電流または
発光輝度の微小な経時変動により欠陥画素を判断することを除外し、検出された画素電流
が経時的に単調増加する、または、検出された発光輝度が経時的に単調減少する傾向にあ
る、後発的なショート欠陥が再発生した発光画素のみを正確に欠陥画素と判断することが
可能となる。
【０１０７】
　なお、ステップＳ０３３以降において、上述した順バイアス電圧印加の代わりに、逆バ
イアス電圧を印加して欠陥画素への再変化を確認してもよい。以下、ステップＳ０３３以
降において逆バイアス電圧を印加して欠陥画素への再変化を確認する工程を説明する。
【０１０８】
　制御装置２０は、ステップＳ０３２４で逆バイアス電圧印加によりリペアされた可能性
があると判断された発光画素に、絶対値が上記逆バイアス電圧以下の逆バイアス電圧を所
定期間印加し、画素電流または発光輝度を測定する（ステップＳ０３３）。まず、図７の
（ｂ）に示された非線形特性を有する正常な発光画素のグラフにおいて、絶対値が、発光
動作時の最大電流に対応する順バイアス電圧と等しい逆バイアス電圧を決定する。
【０１０９】
　そして、制御装置２０は、この決定された逆バイアス電圧を、ステップＳ０３２４で逆
バイアス電圧印加によりリペアされた可能性があると判断された発光画素について印加し
、電流計２６に対し、有機ＥＬ素子に流れる画素電流を所定期間測定させる。この測定結
果を基にして所定時間における画素電流値の経時的な変化量を算出し、当該変化量が、上
記所定期間わたり、閾値ｔ以下であれば（ステップＳ０３４でＮｏ）、つまり、時間の経
過とともに画素電流が増加する傾向になければ、上記確認対象の発光画素は、後発的にシ
ョート欠陥画素へと再変化しないと判定し、リペア作業が完了する（Ｓ０３５）。
【０１１０】
　一方、上記変化量が、上記所定期間のいずれかにおいて、閾値ｔより大きくなれば、つ
まり、時間の経過とともに画素電流が増加する傾向であれば、上記確認対象の発光画素は
、ステップＳ０３２で実行した電気的なリペアは不完全であったと判断する。なお、この
発光画素の所定期間における電圧－電流特性は、図７の（ａ）に示された正常画素の電圧
－電流特性からショート画素の電圧－電流特性へと経時変化する。この発光画素には、レ
ーザーリペアが施される（Ｓ０３６）。
【０１１１】
　ステップＳ０３２でショート欠陥が消失したものと判断された発光画素が、後発的にシ
ョート欠陥を発生させる場合には、当該ショート欠陥は短絡成分４７を有するようになる
。この短絡成分４７を有するようになった有機ＥＬ素子４６は、所定の逆バイアス電圧が
継続的に印加されることにより、上記ショート欠陥が再構成され、短絡成分４７が経時的
に低抵抗化するようになる。よって、所定の逆バイアス電圧の継続的な印加により、有機
ＥＬ素子４６を流れる電流は、短絡成分４７の低抵抗化により、経時的に単調増加する。
【０１１２】
　なお、ステップＳ０３４で後発的にショート欠陥画素へと再変化しないと判定された発
光画素について、最後に電圧－電流特性を測定し、これが図７に示された正常画素の電圧
－電流特性と差が無いことを確認して、リペア完了とすることが望ましい。
【０１１３】
　なお、ステップＳ０３３で確認対象の発光画素に逆バイアス電圧を印加する場合には、
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電流測定の代わりに発光輝度を測定することは不可能である。
【０１１４】
　また、ステップＳ０３３で印加されるバイアス電圧値は、発光画素の発光動作時に印加
される最大の電圧値であることが好ましい。これにより、後発的にショート欠陥画素とな
る発光画素を特定するにあたり、最も効率のよい加速確認が実現される。
【０１１５】
　以上のように、ステップＳ０３３以降において、順バイアス電圧及び逆バイアス電圧の
いずれを印加する方法でも、欠陥画素への再変化を確認することが可能となる。順バイア
ス電圧を印加して欠陥画素への再変化を確認する方法では、電流値測定より簡易的に測定
できる発光輝度測定を適用することができる。一方、逆バイアス電圧を印加して欠陥画素
への再変化を確認する方法では、電流値測定に限定されるが、発光による有機ＥＬ素子の
劣化を防ぐことが可能となる。
【０１１６】
　以上説明してきたように、本実施の形態に係る有機ＥＬ装置の製造方法は、ショート欠
陥画素を検出する欠陥画素特定ステップと、ショート欠陥画素のカソード及びアノードに
逆バイアス電圧を印加してショート欠陥部をオープン化するための逆バイアス印加ステッ
プと、順バイアスまたは逆バイアスを印加して再ショートする可能性を確認する画素特性
測定ステップと、レーザーリペアを行うリペアステップとを備えるので、リペアした発光
画素の後発的な画素欠陥の発生を確実に防止することが可能となる。よって、製造工程の
簡素化が図られるとともに、後発的な画素不良を起こすことの無い高品質な製品のみを後
工程へ送ることができ、信頼性の高い有機ＥＬ表示装置を提供することができる。
【０１１７】
　また、逆バイアス印加ステップでは、有機ＥＬ素子のショート欠陥を消失させるために
、逆バイアス電圧を継続して印加する。この逆バイアス電圧印加により検出されるリーク
電流が経過時間に応じて減少して所定値以下となる発光画素については、上記ショート欠
陥が消失したものと判断して、当該発光画素のみについて画素特性測定ステップを施す。
これにより、画素特性測定ステップが効率よく実行されるので、製造工程の高効率化が図
られる。
【０１１８】
　また、逆バイアス印加ステップでの逆バイアス電圧印加により検出されるリーク電流が
、所定時間経過しても減少せず所定値以下とならない発光画素については、上記ショート
欠陥が消失していないものと判断して、当該発光画素について別のリペア工程を施す。こ
れにより、逆バイアス電圧印加してもショート欠陥が消失しない発光画素について確実に
当該ショート欠陥を消失させることができる。
【０１１９】
　以上、実施の形態に基づいて本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法を説明してきた
が、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではない。実施の形態における任意
の構成要素を組み合わせて実現される別の実施の形態や、実施の形態に対して本発明の主
旨を逸脱しない範囲で当業者が思いつく各種変形を施して得られる変形例も本発明に含ま
れる。
【０１２０】
　なお、図６に記載されたシステムにおいて、ソースメータ２２の代わりに、有機ＥＬ表
示装置１の有するデータ線駆動回路１３及び走査線駆動回路１４から、検査対象の発光画
素を選択して順バイアス電圧及び逆バイアス電圧を印加してもよい。
【０１２１】
　また、上述した実施の形態では、有機ＥＬ表示装置１の製造工程における表示部１２に
、図４に示されたステップＳ０３を適用した場合を説明したが、有機ＥＬ表示装置１の完
成後にステップＳ０３を適用しても同様の効果を奏することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【０１２２】
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　本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、大画面及び高解像度が要望される薄型テレビ
及びパーソナルコンピュータのディスプレイなどの技術分野に有用である。
【符号の説明】
【０１２３】
　１　　有機ＥＬ表示装置
　１１　　制御部
　１２　　表示部
　１３　　データ線駆動回路
　１４　　走査線駆動回路
　１５　　発光画素
　１６、４６　　有機ＥＬ素子
　１７　　駆動トランジスタ
　１８　　選択トランジスタ
　１９　　コンデンサ
　２０　　制御装置
　２１　　モニタ
　２２　　ソースメータ
　２３　　ＸＹステージコントローラ
　２４　　ＸＹステージ
　２５　　ＣＣＤカメラ
　２６　　電流計
　４７　　短絡成分
　１００　　基板
　１０１　　駆動回路層
　１０２　　発光層
　１１０　　透明封止膜
　１３１　　データ線
　１４１　　走査線
　１５１　　正電源線
　１５２　　負電源線
　１６１　　陽極
　１６２　　正孔注入層
　１６３　　正孔輸送層
　１６４　　有機発光層
　１６５　　バンク層
　１６６　　電子注入層
　１６７　　透明陰極
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